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Комплектование фондов научной библиотеки лю-
бого научно-исследовательского института наце-
лено, в  первую очередь, на приобретение про-
фильной литературы по его исследованиям и  раз-
работкам, что обязывает информационных работ-
ников постоянно отслеживать документопоток по 
определённой тематике. Для Института физики 
полупроводников Сибирского отделения (ИФП СО) 
РАН тематическим стержнем является физика по-
лупроводников. ИФП имеет корни в  лаборатории 
физики полупроводников Физического института 
им. П.Н. Лебедева АН СССР (ФИАН) [1, с. 6], которая 
была создана в 1933 г. Библиотека ИФП начала фор-
мироваться в 1958 г. на базе Института радиофизики 
и электроники СО АН СССР [2, с. 32] в условиях, когда 
научное направление являлось относительно мо-
лодым, а сама отрасль  — высоко востребованной 
и  актуальной для российской промышленности. 
Соответственно, с  одной стороны, возникла вы-
сокая потребность в  информации, а с  другой, ин-
формационные источники представляли собой де-

фицит, при этом отечественных книжных изданий 
в  этой научной области существовало особенно  
мало.

Как изменилась ситуация за 60 лет? Поскольку 
развитие документопотока непосредственно свя-
зано с  развитием науки, цель данного обзора  — 
кратко представить историю и того, и другого, рас-
сматривая пионерные события.

Первое упоминание о материалах, плохо прово-
дящих электрический ток, которые стали называть 
«плохие проводники», относится к  первой поло-
вине XIX в. и  принадлежит Майклу Фарадею. Нео-
жиданные свойства таких материалов привлекли 
внимание исследователей того времени, и  объём 
работ, посвящённых их изучению, постоянно уве-
личивался. Это обогатило физику новыми представ-
лениями и  новым пониманием электрических яв-
лений, и к концу XIX — началу ХХ столетий физика 
полупроводников оформилась как новая область 
теоретической и  прикладной физики, тогда и  поя-
вился термин «полупроводники».
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В России происходили следующие научные со-
бытия. В 1895 г. русский физик-изобретатель Алек-
сандр Степанович Попов (1859-1906) сумел обоб-
щить научные идеи, найти их разумное техническое 
воплощение для создания первого радиоприём-
ника и  поставил его на службу человечеству для 
беспроводной передачи звука на расстоянии. В те 
годы также были известны многие проекты телеви-
зионных систем (хотя термин «телевидение» тогда 
ещё не вошёл в  употребление). В России практи-
ческие исследования в  области электрической пе-
редачи изображений, называемой электрической 
телескопией, в  1897  г. начал проводить русский 
учёный Борис Львович Розинг (1869-1933), автор 29 
патентов и  авторских свидетельств, а также более 
90 научных публикаций. С  1910 г. его соратником 
стал будущий изобретатель с  мировым именем 
Владимир Козьмич Зворыкин (1888-1982), чьи идеи 
позже использовались при создании электронных 
микроскопов, фотоэлектронных умножителей, элек-
тронно-оптических преобразователей, приборов 
медицинской электроники. В 1922 г. советским ради-
отехником, впоследствии член-корреспондент АН 
СССР, Михаилом Александровичем Бонч-Бруевичем 
(1888—1940) была изготовлена лабораторная мо-
дель радиотехнического устройства для передачи 
изображения на расстоянии.

Из специализированных достижений мирового 
масштаба наиболее значительными можно назвать 
такие полупроводниковые приборы, как диод 
и  триод. В 1904  г. английский учёный Джон Флем-
минг изобрёл вакуумный диод, в  1906 г. американ-
ский изобретатель Ли де Форест создал триод. В 
1913 г. немецкий учёный Александр Мейснер при-
менил триод для генерации электромагнитных 
колебаний. Первая публикация по исследованию 
СВЧ-прибора  — магнетрона  — появилась в  1921 г. 
в журнале «Physical Review» (автор A.W. Hull), затем 
в  1924 г. в  немецком журнале (автор E. Habban). В 
этом же году были начаты работы и  в СССР. В 1932 
г. в  лаборатории проф. Дмитрия Апполинариевича 
Рожанского (1882-1936) (Ленинградский электро-
физический институт), занимающейся ионными 
приборами, впервые был исследован другой СВЧ-
прибор  — клистрон, и  эксперимент (хоть и  неу-
дачный) послужил стимулом для развития теорети-
ческих исследований [1, с. 24-25].

Особо выделялись работы сотрудника ниже-
городской радиолаборатории учёного-самоучки, 
талантливого экспериментатора Олега Владими-
ровича Лосева (1903-1942), на десятилетия опере-
дившего современный ему уровень развития физи-
ческой науки. В те времена ещё никто не мог дать 
научного объяснения физическим явлениям, от-
крытым Лосевым в полупроводниках, поскольку тог-

дашняя физика не располагала научными фактами 
и знаниями, необходимыми для разработки теории. 
Однако результаты его исследований приобрели 
широкую известность и обсуждались во всем мире. 
В 1922-1928 гг. он публиковал их не только в  оте-
чественных журналах «Вестник Электротехники», 
«ЖЭТФ», «Доклады АН СССР», «Телеграфия и  теле-
фония без проводов», «Радиолюбитель», но и  в за-
рубежных, таких как «RadioRevue», «Philosophical 
Magazine», «Physikalische Zeitschrift», «Wireless World 
and Radio Review» и др. [6, 20], имел патенты. 

В 1922 г. Олег Владимирович создал устройство 
на основе диода с  отрицательным дифференци-
альным сопротивлением (ОДС), которое получило 
название «кристадин». Интересно отметить, что это 
название было предложено в одной из французских 
статей, посвящённых открытию Лосева. Название 
прижилось, и  позднее им стал пользоваться и  сам 
Лосев, издал брошюру с  заглавием «Кристадин» 
(1924 г.) тиражом 17 000 экземпляров. Теория этого 
диода была создана лишь в 1968 г.

В 1927 г. в результате систематического исследо-
вания микроскопических электрических разрядов 
на границе металлического острия и  кристалла, 
Лосев добился свечения кристалла, которое долгое 
время так и  называлось «свечение Лосева». Спустя 
20 лет, в  1947 г., французский учёный Ж. Дестрио 
вновь «открыл» свечение Лосева и  назвал это яв-
ление «электролюминесценцией». Современные 
учёные считают именно Олега Владимировича Ло-
сева основоположником полупроводниковой элек-
троники в нашей стране.

За последующие 25 лет, к середине ХХ века, по-
лупроводники заняли центральное место в  учении 
о твёрдом теле. Изучение электрических, тепловых, 
оптических свойств изоляторов и  металлов так же 
развивалось на основе опыта изучения полупро-
водников. Металлы и  диэлектрики представлялись 
как их предельные случаи, и  понимание свойств 
углублялось по мере того, как росло понимание 
центрального объекта исследования — полупрово-
дников. Это привело к  важнейшему событию сере-
дины ХХ столетия.

30 июня 1948 г. в Нью-Йорке состоялась офици-
альная презентация нового прибора — транзистора 
(от англ. Transver Resistor — трансформатор сопро-
тивлений). Через 8 лет, в 1956 г., его изобретателям 
(Джон Бардин, Уолтер Браттейн, Уильямс Шокли) 
была присуждена Нобелевская премия по физике.

Появлению транзистора предшествовал труд 
многих учёных, внёсших свой вклад в  рождение 
полупроводниковой твёрдотельной электроники, 
предпосылками этому был ряд и  отечественных 
научных достижений. В их числе работы классиков 
советской физики Бориса Иосифовича Давыдова 
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(1908-1963), основателя Физико-технического ин-
ститута (ФТИ) АН СССР (1918 г.); Абрама Фёдоровича 
Иоффе (1880-1960); Вадима Евгеньевича Лашкарёва 
(1903-1974), первооткрывателя эффектов, которые 
были положены в  основу полупроводниковых тех-
нологий и микроэлектроники, и других. 

Борис Иосифович Давыдов активно занимался 
тематикой в  1940-е гг. Важность его работ по те-
ории контактных явлений полупроводников была 
отмечена в 2009 г. нобелевским лауреатом Ж. И. Ал-
фёровым на научной сессии Общего собрания РАН 
[3, с. 225]. К сожалению, сведения о  Б.И. Давыдове 
сложно найти в  справочных изданиях. Этот уди-
вительный факт  — результат не только случайной 
ошибки в  личном деле, где были перепутаны его 
инициалы. Время, в которое он жил и работал, нало-
жило отпечаток на его научную карьеру. В 1952 г. он 
был уволен из Курчатовского института как «небла-
гонадёжный», но смог продолжить работу в Инсти-
туте физики Земли [4], где сменил тематику исследо-
ваний.

Абрам Фёдорович Иоффе создал методику опре-
деления основных характеристик полупроводни-
ковых материалов. Им и  его учениками проведена 
(1931-1940) их научная классификация. В 1933 г. его 
книга «Электронные полупроводники» была пере-
ведена на французский язык [17, с. 16]. В 1942 г. за 
исследования в  области физики полупроводников 
Абрам Фёдорович был удостоен Государственной 
премии СССР [7, т. 11, с. 584]. Он был основателем 
и  главным редактором многих научных журналов. 
В 1931 г. был основан один из старейших физиче-
ских журналов России  — «Журнал технической 
физики», который по своему содержанию с  самого 
начала служил аналогом американского «Journal 
of Applied Physics», основанного в   то же время. В 
1959 г. Абрамом Фёдоровичем был создан другой 
журнал — «Физика твердого тела». С 1967 г. ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе начал издавать журнал «Физика и  тех-
ника полупроводников».

Открытие Дж. Бардином и У. Браттейном транзи-
сторного эффекта развернуло перед радиотехникой 
необыкновенное будущее, и значение дальнейшего 
технического развития, которое принесли с  собой 
полупроводниковые приборы, сравнивалось с  тем, 
которое произвело освобождение внутриатомной 
энергии [9, с. 150]. Ж. И. Алфёров утверждает, «что во 
второй половине ХХ столетия произошла полупро-
водниковая революция, которая полностью изме-
нила технологию и привела к большим социально- 
экономическим последствиям» [3, с.225].

В ФТИ АН СССР им. А.Ф. Иоффе приступили к раз-
работке первых советских транзисторов и силовых 
германиевых приборов. Полупроводники прони-
кали во многие области науки и техники, вызывали 

к  жизни ряд новых производств. Полупроводни-
ковые приборы начали применяться не только 
в  радиотехнике, но и  в автоматике, сигнализации, 
энергетике. Это обусловливало необходимость по-
лучения специальных знаний в инженерно-техниче-
ских кругах в то время как литература по полупро-
водникам была крайне скудна. Требовались специ-
алисты в  новой стремительно развивающейся об-
ласти науки и техники, литература. Для подготовки 
специалистов были необходимы преподаватели, 
учебные издания.

В 1954 г. в Московском энергетическом институте 
(МЭИ) было открыто новое направление и  создана 
первая в Союзе группа, имеющая цель обучения сту-
дентов новой специальности — физика полупрово-
дников и диэлектриков. Лекции этой группе читали 
ведущие сотрудники НИИ-35 (ныне «Пульсар») — од-
ного из первых полупроводниковых предприятий, 
они руководили практикумами и курсовыми проек-
тами на базе технологических разработок своих ла-
бораторий [1, с. 5]. В качестве учебной литературы 
студентам предлагались, главным образом, перево-
дные издания. В 1950 г. в одно из них — «Кристалли-
ческие детекторы» — ввиду того, что в подлиннике 
«Crystal Rectifiers» совсем не освещалась роль совет-
ской науки в развитии учения о кристаллических де-
текторах, было добавлено 2 главы А.В. Ржанова, впо-
следствии возглавившего ИФП в  Новосибирском 
научном центре, и сделан обзор отечественных ис-
следований по полупроводникам.

К сожалению, в 1950-е гг. о Лосеве никто не вспо-
минал, но в дополнении к указанному переводному 
изданию А.В. Ржанов напомнил о  значении работ 
О.В. Лосева в  полупроводниковой «эпопее», затем 
в статье «Современные взгляды на природу выпрям-
ления кристаллических детекторов» (М.: Сов. Радио, 
1950).

Материалы отечественных библиографиче-
ских сборников 1955-1961 гг. [14, 15, 16, 17, 18, 19] 
научной литературы по диэлектрикам, полупро-
водникам, полупроводниковым материалам и  по-
лупроводниковым электронным приборам (детек-
торы и  транзисторы), выпущенной за 1920-1958 гг. 
(составлялись библиографические издания науч-
ными и образовательными организациями, такими, 
как Ленинградский институт полупроводников АН 
СССР, ФИАН, Ленинградский электротехнический 
институт Министерства высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР, др.), отчётливо показы-
вают, что основной тематический документопоток 
тех лет состоял из зарубежных журнальных статей. 
Так, авторский указатель справочника [17] занял 37 
стр., из которых фамилии советских учёных  — на 
восьми страницах, что составляет немногим более 
20 % исследователей и  разработчиков. В справоч-
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нике [5] из серии книг по физике и техническим при-
менениям полупроводников, охватывающем библи-
ографию с 1822 по 1960 гг., в подотделе «История во-
проса» содержатся только зарубежные источники. 
Не случайно, что с 1945 г. издательство иностранной 
литературы выпускало «Научно-реферативные 
сборники по некоторым вопросам современной фи-
зики по материалам иностранной периодической 
литературы», выпуски которых в 1950-1951 гг. были 
посвящены теме «Диэлектрики и полупроводники». 
Интересно отметить, что А.И. Чёрный дал им сле-
дующую характеристику: «Ограничение тематики 
каждого реферативного сборника каким-то одним 
узким вопросом позволяло осветить в нём этот во-
прос шире и  глубже, приблизить такие сборники 
к изданиям обзорного типа. А недостатком было то, 
что они не отражали содержание всей литературы 
по той или иной отрасли науки» [22, с. 71]. В русле 
этих тенденций соавтор, тогда студент Игорь Неиз-
вестный, попав из МЭИ на практику, затем на ди-
пломное проектирование в ФИАН, получил задание 
прочесть несколько статей на английском языке, 
разобраться в  них и  сконструировать собственную 
установку и  схему [2, с.4], используя переводную 
оригинальную информацию.

Из основных отечественных книжных изданий 
того времени (1950-1960 гг.) можно перечислить мо-
нографии Ф.Ф. Волькенштейна (1947) и  А.Ф. Иоффе 
(1950-1957), сборники статей Академии наук СССР 
«Полупроводники в  науке и  технике» в  2-х томах 
(1957-1958), «Поверхностные свойства полупрово-
дников» (1962) и некоторые др.

История написания Фёдором Фёдоровичем 
Волькенштейном (1908-1985) одной из первых 
в  нашей стране книг по физике полупроводников 
(их электропроводности) является удивительной 
и  одной из самых трогательных. Кроме самого 
факта, что монография была пионерской, она соз-
давалась в  тяжелейших условиях. Книга была в  ос-
новной своей части написана в  Ленинграде во 
время блокады, когда город был скован вражеским 
кольцом и рассчитывать мог только на внутренние 
резервы. Фёдор Фёдорович работал над ней, когда 
Ленинград подвергался непрерывным бомбарди-
ровкам. Из-за отсутствия топлива полопались во-
допроводные трубы, и  прекратилась подача воды 
в  жилые дома. Пожары, провоцируемые обстре-
лами из дальнобойных орудий, нечем было тушить. 
В дополнение ко всему зимой 1941-1942 гг. стояли 
непрекращающиеся 35-градусные морозы. Не было 
электричества, не работала канализация, замолчало 
радио, нормы отпуска продуктов снизились до ми-
нимума. Люди умирали от голода. Такая скорбная 
судьба постигла и  О.В.  Лосева. Ф.Ф. Волькенштейн 
закончил писать свою книгу «Электропроводность 

полупроводников» [10] уже после войны и посвятил 
её памяти учёных, погибших в  блокадном Ленин-
граде в трагическую зиму 1941-1942 гг.

В издательстве АН СССР было издано несколько 
книг А.Ф. Иоффе: «Полупроводники в современной 
физике» (1955), «Физика полупроводников» (1957) 
и в научно-популярной серии — «Полупроводники» 
(1955) и «Полупроводники и их применение» (1956). 
В 1957 г. издание «Полупроводниковые термоэле-
менты» вышло в свет в Варшаве и Берлине, а годом 
позже  — «Физика полупроводников» в  Берлине 
и Нью-Йорке [5, с. 21]. 

Двухтомник «Полупроводники в науке и технике» 
(1957-1958) имел целью восполнить существующий 
пробел в  литературе для инженерно-технических 
работников, связанный с ситуацией тех лет. Сначала 
в 1955-1956 гг. Институт полупроводников АН СССР 
выпустил небольшим тиражом серию монографий 
по полупроводникам, которая быстро разошлась 
и показала высокую потребность в данной тематике. 
Затем был составлен двухтомник сборников статей 
с  описаниями основных полупроводниковых при-
боров, принципа их действия и технологии изготов-
ления.

Вузы стали печатать учебники. Одним из первых 
было выпущено учебное пособие для вузов «Физика 
полупроводников» профессором Клавдией Васи-
льевной Шалимовой (1913-2000) (с 1939 по 1950 гг. 
она преподавала в  г. Новосибирске). В 1954 г. она 
возглавила новую кафедру Московского инженер-
но-физического института «Полупроводники», ко-
торая в 1956 г. была переведена вместе с оборудо-
ванием, преподавателями и студентами в МЭИ и пе-
реименована в  «Полупроводниковые приборы». 
Изначально в 1960-е гг. учебник создавался в каче-
стве книги, и в 1971 г. вышло её первое издание. Оно 
не было первым среди книг по физике полупрово-
дников, но выделялось достаточно простым и  в то 
же время строгим изложением материала, охватыва-
ющим все разделы, необходимые для студентов, об-
учающихся по специальностям, связанным с техно-
логией получения полупроводниковых материалов, 
полупроводниковыми приборами и полупроводни-
ковой электроникой. Уже второе её издание в 1976 
г. получило гриф Министерства высшего и  сред-
него образования СССР и стало использоваться как 
учебник. Впоследствии книга переиздавалась не-
сколько раз, и до сих пор остаётся одной из самых 
востребованных в этой области. Свидетельством её 
успешности можно считать перевод на испанский, 
польский и чешский языки [23, с.3].

Следует отметить, что в 1950-1960-е гг. кафедры 
полупроводников и диэлектриков стали появляться 
во многих вузах физико- и электротехнического на-
правления. Так, и  в Новосибирском электротехни-
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ческом институте (НЭТИ) в 1960 г. была создана ка-
федра полупроводников и микроэлектроники.

Учёные, заложившие в  1958 г. основы сибир-
ской науки, с  первых дней создания Сибирского 
отделение АН СССР также включились в  процессы 
развития как самой отечественной физики полу-
проводников, так и  российского тематического до-
кументопотока. С 1960-х гг. было выпущено большое 
количество монографий и  учебных пособий, часть 
из них — за рубежом, в т. ч. издательством Elsevier. 
Не меньший вклад внесли и вузы Сибири. Так, в 1966 
г. вышла монография «Основы физики полупрово-
дников и  полупроводниковых приборов» (А.Ф. Го-
родецкий, А.Ф. Кравченко, Е.М. Самойлов) — фунда-
ментальный труд по классификации полупроводни-
ковых приборов на основе физического принципа 
их действия, не рассмотренных нигде ранее. Книга 
была рассчитана в  т. ч. и  на студентов вузов [11]. 
Один из соавторов — профессор Александр Филип-
пович Кравченко — был сотрудником ИФП СО РАН.

В 1970-1980-е гг. активно изучались новые воз-
можности полупроводниковых приборов, в  ми-
кроэлектронике продолжал наблюдаться стреми-
тельный прогресс. В Японии с 1976 г. была введена 
государственная программа создания к  1990-му г. 
ЭВМ с быстродействием в десятки миллиардов опе-
раций в  секунду. В 1985 г. в  Институте физики по-
лупроводников Литовской АН ССР была подготов-
лена и издана монография по работе транзисторов 
с максимальным быстродействием [21]. Также в тот 
период появилось большое количество публикаций 
по кремниевым полупроводниковым структурам, 
на которых строились сверхбыстрые интегральные 
схемы. Поскольку электронные процессы в  полу-
проводниковых структурах в  значительной мере 
определяются дефектами в  объёме и  на поверх-
ности полупроводников, в  изданиях они занимали 
центральное место, им посвящались многие всесо-
юзные и международные конференции. Но ни в от-
ечественной, ни в зарубежной литературе не было 
достаточно целенаправленных обзоров вопросов 
дефектности кремниевых структур. В 1990 г. была 
выпущена книга «Дефекты в  кремнии и  на его по-
верхности», восполнившая этот недостаток [8]. 

В 1980 г. научным сотрудником Новосибирского 
ИФП СО АН СССР Валерием Алексеевичем Гуртовым 
и  библиографом Ольгой Фёдоровной Лебедевой 
был составлен библиографический указатель тема-
тической литературы за 1964-1978 гг. Позже, после 
перехода в  Петрозаводский государственный уни-
верситет, им был написан учебник для вузов «Твер-
дотельная электроника», являющийся и  сейчас ос-
новным учебным пособием по тематике.

В те годы ИФП СО РАН начал активно занимался 
разработкой темы «Электронно-молекулярная эпи-

таксия», и  в 1980-1987 гг. научными сотрудниками 
ИФП был выпущен ряд библиографических указа-
телей литературы за 1973-1985 гг. «Эпитаксия из мо-
лекулярных пучков полупроводников».

В последующие годы ИФП продолжил, и продол-
жает сейчас, подготавливать монографии, которые 
издаются в Новосибирске или других городах, книги 
и главы в книгах, издающихся за рубежом, учебные 
издания, библиографические указатели.

Одно из современных направлений электро-
ники  — наноэлектроника  — также имеет свою 
историю. Впервые термин «нанотехнология» упо-
требил японский физик из Токийского университета 
Норио Танигути в 1974 г. Он назвал этим термином 
процессы создания полупроводниковых структур 
с  точностью порядка нанометра. В 1980-х гг. этот 
термин использовал известный американский 
учёный Эрик Ким Дрекслер. Центральное место 
в  его исследованиях играли математические рас-
чёты, с помощью которых можно было проанализи-
ровать работу устройства размерами в  несколько 
нанометров.

С начала 1990-х гг. исследованием свойств на-
ноструктур пониженной размерности: квантовых 
проволок и  квантовых точек занимался академик 
Жорес Иванович Алфёров, и  за разработку полу-
проводниковых гетероструктур и создание быстрых 
опто- и микроэлектронных компонентов в 2000 г. он 
получил Нобелевскую премию по физике. 

В наноэлектронике Россия сохранила преиму-
щества, которые были у Советского Союза. Это каса-
ется таких областей, как СВЧ-техника, инфракрасная 
техника, излучательные приборы на основе полу-
проводников, солнечных батарей. Наша страна яв-
ляется родиной одного из наиболее значимых элек-
тронных приборов — полупроводникового лазера. 

Следует отметить, что первый профильный 
учебник по наноэлектронике был написан и  издан 
в  Новосибирском государственном техническом 
университете [13] (бывшем НЭТИ) в соавторстве пре-
подавателей и сотрудника ИФП СО РАН — профес-
сора Игоря Георгиевича Неизвестного.

Наукометрические показатели говорят о  вы-
сокой доле отечественного книжного документо-
потока по физике полупроводников. В результате 
поиска по теме «semicond*» в  базе данных (БД) на-
учного цитирования Web of Science обнаружено 
416  984 записи. Уточнение по типу документа вы-
явило, что книг и книжных глав из них 3 781. Даль-
нейшее уточнение по профилю организации по-
казало, что издания Российской академии наук по 
своему количеству занимают 6-е место в  мировом 
потоке. Анализ российской составляющей выяснил, 
что и  в ней 6-е место делят между собой Омский 
научный центр СО РАН и  ИФП им. А.В. Ржанова СО 
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РАН. В этом прослеживается определённая логика, 
так как в  г. Омске расположен бывший филиал ин-
ститута  — Институт сенсорной микроэлектроники, 
который в 2012 г. переведён в состав Омского науч-
ного центра.

Аналогичный поиск по запросу «semicond*» 
в  поле «название, краткое описание, ключевые 
слова» в  БД Scopus привёл к  несколько другим 
результатам, они оказались почти в  2 раза выше. 
Источников всего  — 883  776, книг и  книжных 
глав  — 6  504. Уточнение по странам вывело Рос-
сийскую Федерацию на 9 место в  мире по количе-
ству книжных изданий, а по организациям  — ИФП 
СО РАН на 4-е среди российских учреждений. Их 
список (скриншот страницы БД) представлен на 
рис.  1. Рис. 1 показывает, что из конкретных науч-

но-образовательных учреждений до ИФП на 2-м 
месте обозначен ФТИ им. А.Ф. Иоффе (на первом — 
РАН, на третьем — СО РАН). Это подчёркивает роль 
ИФП СО РАН в  развитии книжного документо- 
потока.

В заключение отметим, что сегодня фонды би-
блиотеки ИФП СО РАН полноценно укомплектованы 
тематической литературой. В них содержится около 
25 тысяч книг, из которых 61 % — по естественным 
наукам и  31 %  — по техническим. Центральное 
место среди них занимают подразделение «Физики 
полупроводников» и  раздел «Радиоэлектроника» 
соответственно. Из электронных ресурсов институт 
имеет доступ к книгам издательств Springer Nature, 
Wiley и  отечественной электронно-библиотечной 
системы «Лань».
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